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ROZPRAWY HABILITACYJNE PRACOWNIKOW ITME

dr hab. Wojciech Wierzchowski
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych

Zaktad Unikalnych Metod Pomiarowych

W dniu 7 grudnia 1995 roku w Instytucie Technologii Elektronowej w War-
szawie odbyto si¢ kolokwium habilitacyjne dra Wojciecha Wierzchowskiego.

Recenzentami dorobku naukowego habilitanta oraz przedstawionej do oceny roz-
prawy zatytulowanej: “Badania realnej struktury monokrysztaléw i warstw epita-
ksjalnych z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego i symulacji obrazéw
dyfrakcyjnych” (opublikowanej w Pracach ITME, Zeszyt 44, 1994) byli:

Prof. dr hab. Julian Auleytner - Instytut Fizyki PAN,
Doc. dr hab. Jerzy Gronkowski - Wydziat Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,

Doc. dr hab. inz Jerzy Katcki - Instytut Technologii Elektronowe;j.

Rozprawa jest syntetycznym przedstawieniem najwazniejszych wynikéw prac
autora dotyczacych badan realnej struktury monokrysztatéw i warstw epitaksjalnych
ze szczegbélnym uwzglednieniem zastosowarn obliczen teoretycznych obrazéw dy-
frakcyjnych. Przedstawiono réwniez szereg nowych metod eksperymentalnych, w tym
dotyczacych zastosowan promieniowania synchrotronowego

W pierwszej czesci pracy analizowano cechy odwzorowan topograficznych réz-
nych typéw defektéw, uzyskiwanych metoda odbiciowej topografii dwukrystalicznej i
odbiciowej topografii sekcyjnej. Metoda numerycznej symulacji kontrastu zostata za-
stosowana w szeregu nowych przypadkach m.in.: obrazach w réznych refleksach ujsé
dyslokacji w monokrysztatach, obrazach dyslokacji przebijajacej warstwe epitaksjalna i
obrazach wtracen. W opracowanych programach uwzgledniono rozbieznosé wiazki w
rzeczywistych eksperymentach topograficznych. Uzyskano synchrotronowe odwzoro-
wania odbiciowe bledéw ulozenia, zawierajace prazki interferencyjne i ich poprawny
opis teoretyczny oparty o zastosowanie dynamicznej teorii dyfrakcji fali ptaskie;j.

W dalszej czesci pracy przedstawiono wyniki badan grupy monokrysztatéw
i warstw epitaksjalnych o istotnym znaczeniu w technologii przyrzadéw elektronicz-
nych, w tym szczegélnie arsenku galu, granatu itrowo-aluminiowego i diamentéw
syntetycznych, prowadzonych z wykorzystaniem wnioskéw cze¢sci pierwszej. Uzy-
skano szereg wynikéw dotyczacych prawidlowosci obserwowanej struktury defekto-
wej 1 przyczyn generacji defektow.
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW ITME

dr Andrej Gloubokov
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych
Zaktad Technologii Monokrysztatéw Tlenkowych

Promotor: prof. dr hab. Anna Pajaczkowska,
Recenzenci: prof. dr hab. Keshra Sangwal,
doc. dr hab. inz. Tadeusz Lukasiewicz,

Stopien doktora nauk technicznych w zakresie inzynierii materialowe;j
zostat nadany w dniu 21.06.1996 1.
w Instytucie Technologii Materiatéw Elektronicznych

Tytut rozprawy: Wzrost i whasnosci fizyko- chemiczne niektérych kryszta-
6w o wzorze ABCO,

Celem pracy byto okreslenie warunkéw przygotowania materiatow wyjsciowych
oraz syntezy zwiazkéw jednofazowych SrLaAlO, i SrLaGaO,: metoda zol-zel i me-
toda syntezy w ciele statym.

Ustalono, ze mozna otrzymac krysztaty tylko z niestechiometrycznego roztopu
i dla zwigzkéw SrLaAlO, i SrLaGaO, skfady roztopow zostaty okreslone nastgpuja-
co: SrLal.Of‘AlO.‘ﬂOJ 1 SrOA‘)S‘)Lal.OIOGal.07ZO4—5'

Dla krysztatéw ABCO, obliczono morfologiczng waznos¢ ptaszczyzn w zalezno-
$ci od efektywnego tadunku tlenu. Na ich podstawie wyjasniono forme interfejsu
krysztat-roztop.

Metoda EPR znaleziono sygnat, oznaczony jako “D”, ktdrego natezenie zalezato
od zabarwienia krysztatéw. Zwigzano go z nadmiarem tlenu w uktfadzie. Dla brazo-
wych krysztatéw SrLaGaO, znaleziono dodatkowy sygnat, nazwany “E”, ktéry wia-
zano z lukami tlenowymi w pozycji O2.

Dla wzrostu dobrej jakosci krysztatéw SrLaAlO, i SrLaGaO, zostaty okreSlone
warunki termiczne wzrostu (gradient osiowy).

Na podstawie obliczen dopasowania struktur omawianych podtozy i.znanych
nadprzewodnikéw tlenkowych (YBa,Cu,O, , i HgBa,Ca,Cu O, ;) ustalono, ze najlep-
szym krysztatem podtozowym dla cienkich warstw jest SrLaGaO, o orientacji [001].
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PROJEKTY BADAWCZE (GRANTY) UZYSKANE W 1996 r.
(stan na dzien 15. 10. 1996 r.)

W konkursach X i XI zorganizowanych przez Komitet Badan Naukowych w 1996

roku przyznano zespotom naukowym Instytutu Techologii Materiatéw Elektronicz-
nych 11 grantéw, ktérych spis podajemy ponize;j.
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mgr Dorota Pawlak (Z-18)
Badania struktury krysztatéw YAG domieszkowanych prazeodymem
dr inz.Wiestawa Olesinska (Z-4)

Badanie mechanizmu wzmocnienia ztaczy ceramika-metal poprzez plastyczng
faze przejsciowa
dr inz.Ryszard Stegpien (Z-10.1)
Opracowanie syntezy materialéw oraz metody wytwarzania szklanych zintegro-
wanych pretéw $wiattowodowych do chirurgicznych koagulatoréw fotonowych
dr inz.Anna Wehr (Z-3.1)

Okreslenie wtasciwosci i mechanizmu niszczenia w warunkach “frettingu” sty-
kowych powtok wielowarstwowych do ztaczy elektronicznych, alternatywnych
dla powtok ztotych

prof.dr hab.inz.Eugeniusz Walczuk (Z-3.1)

Badania podstawowe mechanizmu erozji tukowej i wiasciwosci fizycznych kom-
pozytowych materiatléw stykowych wolfram-srebro przeznaczonych do niskona-
pieciowych wytacznikéw

mgr inz.Waldemar Giersz (Z-18)
Badania nad otrzymywaniem krysztatéw ortowanadianéw do zastosowan w tech-
nice laserowej

prof.dr hab.Anna Pajaczkowska (Z-18)
Krystalizacja monokrysztatéw SrLaAlO, i SrLaGaO, o srednicy 1,5 cala i bada-
nie wptywu warunkéw krystalizacji na ich morfologi¢ i defekty

prof.dr hab.inz.Waldemar Soluch (Z-21)
Metodyka kompensacji efektéw destabilizujagcych pracg gazowych czujnikéw z
akustyczng falg powierzchniowa

dr inz.Ryszard Stepien (Z-10.1)
Badania nad synteza szkiet do wytwarzania wielowtéknowych pretéw $wiatto-
wodowych o strukturze zintegrowane;j
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dr Zygmunt Luczynski (Z-18)
Technologia podtozy tlenkowych dopasowanych sieciowo do warstw GaN
doc. dr hab.Longin Kociszewski (Z-10.1)

Badania fizykochemicznych wtasnosci materiatéw szklistych i polikrystalicz-
nych i opracowanie technologii formowania z nich wiokien §wiattowodowych do
transmisji promieniowania z zakresu Sredniej podczerwieni

PROJEKTY BADAWCZE (GRANTY) W TOKU
(konkursy VI-IX, 1994-1995)

prof.dr hab.inz.Jerzy Kapelewski (Z-18)

Implantacyjno-dyfuzyjne metody wytwarzania przypowierzchniowych supersieci
jako podtozy urzadzen akustoelektroniki

mgr Zygmunt Frukacz (Z-18)

Otrzymywania monokrysztatow: YAG:Pr, YAG:Pr+Yb, GGG:Pr, YAP:Pr oraz
zbadanie ich wtiasciwosci optycznych i1 laserowych

dr inz.Lech Dobrzanski (Z-20)

Badanie transportu nosnikow w jednowymiarowym tranzystorze polowym z ar-
senku galu

doc.dr hab.inz.Henryk Tomaszewski (Z-4)
Nowe mikrowarstwowe kompozyty ceramiczne

dr inz.Kazimierz Jedrzeje wski (Z-10.1)
Opracowanie syntezy szkiet fluorkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

doc.dr hab.inz.Pawet Kaminski (Z-14)

Zastosowanie niestacjonarnej spektroskopii fotopradowe] dio badania gtebokich
centréw defektowych w materiatach pétizolujacych typu A"BY
prof.dr hab.inz.Wtadystaw Wtosinski (Z-4)

Badania procesu spajania ceramiki z metalem lutami kompozytowymi wiékno
weglowe-metal (promotorski)

dr Jacek Jagielski (Z-2)
Badanie wtasnosci warstw amorficznych wytworzonych na. powierzchni metali
doc.dr Zdzistaw Librant (Z-4)

Badanie wptywu atmosfery w wysokich temperaturach ma twardo$¢ Vickersa
i modyfikacj¢ mechanizmu odpornosci na pgkanie materiaktéw ceramicznych
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prof.dr hab.Michat Kopcewicz (Z-1)
Badanie procesu amorfizacji struktur wielowarstwowych metal-metal w wyniku
dziatania wigzek jonéw o niskiej, sredniej i wysokiej energii

mgr Stanistawa Strzelecka (Z-6)
Technika NTD jako metoda otrzymywania jednorodnych monokrystatéw GaAs o
precyzyjnie kontrolowanych wtasnosciach

prof.dr hab.inz.Ludwik Spiralski (Z-20)

Badania wptywu warunkéw technologicznych tranzystoréw polowych na inten-
sywno$¢ szuméw matoczestotliwosciowych

dr inz.Selim Achmatowicz (Z-16)
Pasty swiatloczute do uktadéw grubowarstwowych
dr Marek Boniecki (Z-1)

Zastosowanie spektroskopii Ramana do oceny wewnetrznych naprezen termicz-
nych i odpornosci na pgkanie w ceramice korundowej

dr inz.Andrzej Hruban (Z-6)
Wzrost niskodyslokacyjnych monokrysztatéw SI GaAs zmodyfikowana metoda
Czochralskiego

prof.dr hab.inz.Andrzej Turos (Z-2)
Modyfikacje mikrostruktury cienkowarstwowych uktadéw ceramika-metal pod
wplywem oddziatywania wigzek jonowych

inz.Kazimierz Kaliszuk-Stankowiak (Z-3.1)
Spiekanie szkieletéw metalowych o duzej porowatosci

doc.dr hab.inz.Tadeusz Lukasiewicz (Z-18)
Badanie przestrzennego rozktadu temperatury w monokrysztatach tlenkowych
otrzymywanych metoda Czochralskiego (promotorski)

prof.dr hab.Michat Kopcewicz (Z-1)
Wplyw warunkéw implantacji i obrébki cieplnej na strukture stopéw zelaza
(promotorski)

doc.dr hab.inz.Tadeusz Lukasiewicz (Z-18)
Domieszkowane monokrysztaty tantalanu litu (LiTaO,) jako nowy materiat laserowy
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w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykuhu nalezy wymienié nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, tytut artykutu, tytut
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kaminski P., Strupifiski W., Roszkiewicz K.:
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
muszg byé zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Ukfad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawaé w lewym marginesie.

11. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskie;.
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Przedmiotem dziatania Instytuty Technologii Materialéw Elekironicznych jest
prowadzenie badar naukowych i prac bagawczo-rozwoiowych w zakresie
inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciala stalego, a w szczegélnosci
technologii ofrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki, miernictwa
oraz efektywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie
wynikéw badan i prac do wdrozeh w praktyce.

Dziatalnosé¢ Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia sie
w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matoseryjnej
produkeiji materiatéw dla elektroniki, telekomunikacij, energetyki, rolnictwa
i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad elementami
elekironicznymi, wytwarzanymi z tych materiatéw.

Materiatami, na ktérych koncentruje si¢ dzialalnos¢ ITME sa: materialy
pdtprzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksialne (Si, GaAs, GaAsP, GaP,
InP), matericly elekirooptyczne i piezoelekiryczne (YAG, CafF,, LINbO,, LiTaO,, kwarc),
podioza do nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych (SrLoAIaOA, SrlaGaO, )
materiaty ceramiczne (na bazie ALQ, i Zr0,), szkla optyczne i techniczne,
$wiattowody, obrazowody, materiaty kompozytowe, pasty (przewodzace, izolujace
i oporowe), czyste metale, zwiqzki nieorganiczne i rozpuszczalniki.

W ramach badar aplikacyjnych opracowywane sa w ITME: pétprzewodnikowe
przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody Schottky’ego), mikrofalowe
monolityczne uklady scalone, filtry z akustyczng falq powierzchniowq.

Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma
naukowe: kwartalnik “Materialy Elektroniczne”, w ktérym publikowane sq artykuty
dotyczqce zakresu dziatania Instytutu, “Prace ITME” - zawierajqce monografie,
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, oraz wydawnictwa informacyjne.

fax: (4822)349003






